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Abstract  Femtosecond and nanosecond laser processing properties of organic thin film are 
evaluated by observation with laser microscope to study laser patterning technique for 
organic solar cell. Femtosecond laser processing quality is better and the required 
laser energy is lower in comparison with nanosecond laser one due to laser processing 
phenomena. In addition, using assist-gas is not good for micro processing of organic 
thin film. Because, the micro processing does not achieve in this case. For laser 
patterning quality, the interaction between laser and plasma and the stage speed also 
relates for processing quality. 
 









































†  愛知工業大学大学院 工学研究科（豊田市） 
†† 愛知工業大学 工学部 電気学科（豊田市） 
111
愛知工業大学研究報告,第 50号, 平成 27年,Vol.50,Mar,2015  













THALES LASER 社製の Ti:sapphire レーザ発振システム
ALPHA10 を使用した．発振波長は 800nm、レーザパル
ス幅は<300fs である．ナノ秒レーザとして LOTIS 社製の
YAG(Yittrium Alminum Garnet) レーザ発振システム
LOTIS TII LS-2135 を用いた．発振波長は 1064nm、レー
ザパルス幅は 12ns である．これらのビーム断面内のレー


















図 4 に示す． 
 
 
図.4 PCDTBT の分子構造式 
 
PCDTBTは P型有機半導体でありエネルギーバンドギ
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   はレーザフルエンスと閾値
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を持つ．この 電子が     遷移や    遷移することで
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ここで や 、 は 1 光子吸収係数、2 光子吸収係数、エ
ネルギー反射係数である．(4)式を F について が閾値レ
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ホブソン社のレーザ顕微鏡タリサーフ CCI Lite を使用し
た．Z 方向の分解能は 0.01nm、水平方向では 0.33m．測
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